PEQUENA SENAL TBJ

Parte 1 —> POLARIZACION (VBE, VCE, IC)
Parte 2 —> MODELO DE PEQUENA SENAL

NPN

Obtener el modelo de pequena senal (hibrido m)
del transistor presente en el siguiente circuito:
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POLARIZACION
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PASOS A SEGUIR PARA POLARIZACION

1. Planteo corrientes y tensiones de circuito

2. Obtengo las expresiones de las mallas que lo componen

3. Supongo régimen de Modo Activo Direction (Ic = 3IB)

4. Resuvelvo

5. Verifico si es correcta la suposicion de M.A.D

6. Si la suposicion fue erroneaq, planteo otro regimen y vuelvo al
punto 4 hasta encontrar un resultado acorde con la suposicion




POLARIZACION

MALLAI

Vih — IpRin — Ve =0
MALLA II Vih — VBE
Ip =
Ry
VCC MALLA 11
Vth
L VRE T Vee — Ic.Re— Ve =0
MALLA Viep = Ve — TeRe




Datos:

VeEon) = 0.TV
G = 200

Vi = 100V

Voo = 5V

Rp1 = 100kL)
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POLARIZACION

Suponiendo régimen de M.A.D y despreciando el efecto de
modulacion del ancho de la base (VA — «)

SR S Vin — VBE(ON)
VBe = VBEOON) —p [, — 1t ——— = 40.78.4
TH

1(' — 31.‘1[; — ](' = 8.15mA

Utilizando la expresion de la malla Il e IC obtenemos el valor de VCE

Vere = Voo — IcRe Verp = 115V

Verificamos la condicion de M.A.D
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MODELO DE PEQUENA SENAL

El modelo de pequena senal se compone a partir de los siguientes pardmetros:
am, 1, ro, rJ, Cu y Cr
Se organizan de la siguiente manera para crear el modelo circuital:
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TRANSCONDUCTANCIA gm

Esta relacionado fisicamente con la variacion de |la inyeccion de minoritarios dell
emisor hacia la base
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RESISTENCIA DE ENTRADA rm

Esta relacionado fisicamente con la variacion de la inyeccion de minoritarios de |la
base hacia la emisor
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RESISTENCIA DE SALIDA ro

Esta relacionado fisicamente con la variacion del largo efectivo de la base ante
variaciones de la tension VCE

g = 1 Dic(vBe, vcE)
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RESISTENCIA DE REALIMENTACION ru

Esta relacionado fisicamente con la variacion de carga que se recombina en la
base ante variaciones de la tension VCB
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CAPACIDAD DE ENTRADA rm

Como la juntura BASE-EMISOR estda en directa, predomina el fendmeno de difusion.

— — Cr >~ CaBe = TT 8m
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CAPACIDAD DE REALIMENTACION Cu

Como la juntura BASE-COLECTOR estd en inversa, predomina el fendomeno de
junfura.

Cu
’ —vW
b Jf C
v < == = ORI
. M ImVb r
— S ——— °



MODELO DE PEQUENA SENAL
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